FACULTAD DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES r‘,"— b
DE INGENIERIA Evaluacién Final
Universidad de Buenos Aires 9 de marzo de 2022 =
Nombre y apellido: Padrén:
Cuatrimestre de cursada: Turno:

El siguiente cuestionario corresponde a la primera parte de la evaluacion integradora de la
materia Dispositivos Semiconductores. El mismo consta de 5 preguntas y debe ser respondido
en una hora, comenzando a las 15:00 y finalizando a las 16:00 sin excepcién.

Se recomienda organizar el tiempo para demorar 10 minutos por pregunta.

Algunas preguntas puedn ser del tipo multiple choice (MC) y otras pueden ser con respuesta
numérica.

En las preguntas MC existe siempre una tnica respuesta correcta.
En las preguntas numeéricas debe responderse con unidades siempre y cuando corresponda.
El cuestionario se aprueba con 3 preguntas correctas.

La aprobacién del cuestionario es necesaria para acceder a la segunda parte de la evaluacion,
pero no es suficiente para aprobar la evaluacién integradora.

En caso de no aprobar el cuestionario, la evaluacion integradora estara desaprobada.

Pregunta Respuesta Correccion
1
2
3
4
5
Calificacién Cuestionario:
Nota Examen:
Nota Final:

Firmar al entregar:
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1)

Tres materiales semiconductores tienen masas efectivas similares, pero distinta energia de gap.
En la tabla, se resumen algunos de sus parametros fisicos a temperatura ambiente. Con cada
uno de estos materiales se fabrica un diodo de juntura PTN de iguales dimensiones y mismos
dopajes, es decir que sélo difieren en el material semiconductor. Los diodos se disponen en un
arreglo serie polarizados en directa a través de una fuente de tensién (VF = 10V) y un resistor
(1kQ). ;Cémo es la relacién entre las caidas de tensién de cada uno de los diodos? (Considerar
que Np >> n; para todos los casos y que las movilidades a cada lado de la juntura son similares)

A) Vp1 > Vpa > Vps.
B) Vps > Vpa > Vpy.

) Vb3 > Vb2 > V1 SC1 SC2 SC3
C) Vp1 > Vps > Vpa. E, (eV) 08 1,1 15
D) Vis > Vs > Vir. i (cm?/(Vs)) 700 900 800

1y (cm?/(Vs)) 200 300 250
E) VDl = VDQ = VD3 =0.7V.
F) Vp1 = Vpa = Vp3 = Vp.

Vbp

Calcular los pardametros del amplificador de

la figura (Aye; Rrn; Rour). La respuesta se

considera correcta si los 3 pardmetros estan

bien calculados.

Datos: Vpp = 3.3V; Ry = 30kQ; Ry =

60kQ; Ry = 4kQ; Ry = 3kQ; Vp = —0.7V; s
pC. =120pA V=2 W/L = 50; X = 0.

vour

Voo

Rp
Calcular Vogg para el circuito de la figura.
Datos: 8 = 140; V4 — oo0; Voo = 5V; Ry =
100k; Rps = 286.7kQ; R = 1kQ; Vp = 0.8V; Rm%
pn O W/L = 480pA V~2; X\ = 0.

Se disena un amplificador emisor comun sin realimentacién y sin carga, polarizado con una
Unica Rp y una unica Ro. A la entrada, la fuente de senal presenta una tensién vg pico y una
resistencia serie Rg no nula. Al implementar el amplificador, el transistor utilizado tiene un [
considerablemente mayor que lo estimado en la etapa de diseno. ;Qué consecuencias tendra esto
sobre el desempenio del amplificador? (Considerar despreciable el efecto Early).

A
B

) El amplificador podria distorsionar por alinealidad.

)
C) El amplificador podria distorsionar por corte.

)

)

)

El amplificador podria distorsionar por saturacién.

D
E
F

La A,, disminuird considerablemente.
La Royr disminuird considerablemente.

La Ry disminuird considerablemente.
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5) Diodos de potencia: ;Qué consideraciones constructivas se tienen en cuenta al fabricar un diodo
PN de potencia?

A) Los dopajes deben ser altos en la juntura para aumentar Ey y soportar mayores ten-
siones.

B) Los dopajes deben ser altos para aumentar ¢ y aumentar Vggon)-

D
E

)
C) Lejos de la juntura metalirgica, el dopaje debe disminuir para reducir su conductividad.
) El drea del diodo debe ser grande para poder manejar corrientes altas.

)

El area del diodo debe ser grande para aumentar la capacidad del diodo, y mejorar su
tiempo de respuesta.
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This exam contains 5 questions.

1) Tres materiales semiconductores tienen masas efectivas similares, pero distinta energia de gap
En la tabla, se resumen algunos de sus pardmetros fisicos a temperatura ambiente. Con cada.
uno de estos materiales se fabrica un diodo de Juntura P*N de iguales dimensiones y mismos
dopajes, es decir que sdlo difieren en el material semiconductor. Los diodos se disponen en un
arreglo serie polarizados en directa a través de una fuente de tension (VF =10V) y un resistor
(1k). ;Como es la relacién entre las caidas de tensién de cada uno de los diodos? (Considerar
que Np >> n, para todos los casos y que las movilidades a cada lado de la Juntura son similares)

SC1 SC2 SC3

Eq (eV) 08 1,1 15
bn (cm?/(Vs)) 700 900 800
Bp (cm?/(Vs)) 200 300 250

A) Vpy > Vpo > Vps.

B) Vps > Vpo > VDl-

C) Vpy > Vpa > Vps.

D) VD2 > VD;, > VDl-

E) Vp1 = Vpa = Vp3 =0.7V.

F) Vp1 = Vp2 = Vp3 = VF.
Calcular los pardmetros del amplificador de la figura (Awo; Rin; RouT). [La respuesta se considera
correcta si los 3 pardmetros estdn bien calculados]
Datos: Vpp = 3.3V; R; = 30kQ; R, = 60kQ; Ry = 4kQ; R, = 3k, Vr = -0.7V; uC,, =
120pA V-2, W/L = 50; A = 0.

2

~

Vpp

P

vour
A3

Solution: Vgs = —~Vpp ppyedfl n = 1.1V

Ipq = -1/2pCl W/L(Vgs — Vr)? = —480pA

Vps = 480pA x4kQ -33V =-1.38V

9m = nCy W/L(Vgs — Vr) = 24mS; ro — 0.

Rin = 20kQ; Rour = 4kQ; Avo = —gm X Rour = —2.4mS x 4kQ = —9,6

Pigina 1 de 2

DE INGENIERIA Evaluacién Final

Universidad de Buencs Alres 2 de marzo de 2022 e

12
§ FACULTAD DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES h— o

3) Calcular Vg para el circuito de la figura.
Datos: f = 140; Vec = SV; Rp1 = 100kQ; Rpgy = 286.7kQ; R = 1kQ; Vr = 08V;
pin Cly W/L = 480pA V-2,

Solution: Ip = —5Yz00Y + OI¥. — _7.9983pA
Ic = flg = —1.1198mA

Vg =1.1198V
Vos = /g5 8mA, 108V =296V

Veeq = Vr + Ves — Vee = —0.9202V.

4) Se diseda un amplificador emisor comun sin realimentacién y sin carga, polarizado con una
Unica Rp y una Unica Rc. A la entrada, la fuente de sedal presenta una tensién vs pico y una
resistencia serie R, no nula. Al implementar el amplificador, el transistor utilizado tiene un A
considerablemente mayor que lo estimado en la etapa de disefio. ;Qué consecuencias tendra esto
sobre el desempeiio del amplificador? (Considerar despreciable el efecto Early).

A) El amplificador podria distorsionar por alinealidad.
B) El amplificador podria distorsionar por saturacién.
C) El amplificador podria distorsionar por corte.
D) La Ay, disminuira considerablemente.
E) La Royr disminuird considerablemente.
F) La R;n disminuird considerablemente.
5) Diodos de potencia: ;Qué consideraciones constructivas se tienen en cuenta al fabricar un diodo
PN de potencia?

A) Los dopajes deben ser altos en la juntura para aumentar Ey y soportar mayores ten-
siones.

B) Los dopajes deben ser altos para aumentar ¢g y aumentar VBE(ON)-
C) Lejos de la juntura metalirgica, el dopaje debe disminuir para reducir su conductividad.
D) El drea del diodo debe ser grande para poder manejar corrientes altas.

E) El érea del diodo debe ser grande para aumentar la capacidad del diodo, y mejorar su
tiempo de respuesta.
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